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© Bauelement mit gestapelten Halbleiterchips 

© Bauelement mit gestapelten Halbleiterchips, mit einer 

Mehrzahl von Leitungen (3), die jeweils aus einer inneren 

Leitung (1) und einer sich aus dieser erstreckenden auSe- 

ren Leitung (2) gebildetsind, mindestens einem unter den 

inneren Leitungen (1) liegenden ersten Halbleiterchip (5) 

mit einer Mehrzahl von ersten Anschlufcflachen (4), min- 
destens einem uber den inneren Leitungen (1) liegenden 

zweiten Halbleiterchip (7) mit einer Mehrzahl von zweiten 

AnschluBflachen (6), mindestens zwei beidseitig kleben- 

den isolierenden Elementen (8), die jeweils zwischen den 

inneren Leitungen (1) und dem ersten Halbleiterchip (5) 

und/oder dem zweiten Halbleiterchip (7) angeordnet sind, 

einer Mehrzahl von Drahten (9) zur jeweiligen elektri- 

schen Verbindung einer der AnschluBflachen (4, 6) mit ei- 
ner der inneren Leitungen (1), und einem gegossenen 
■ Korper, der aufter den aufteren Leitungen (2) alle ubrigen 
, Bestandteiie des Bauelements umschlieftt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Bauelement mit gestapelten 
Halbleiterchips, insbesondere ein Bauelement einer 
LOC(Lead On Chip)-S truktur, die zur Stapelung der Halb- 5 
leiterchips in dem Bauelement auf geeignete Weise modifi- 
ziert wird. 

Die bei der Hersteliung von LOC-Bauelementen ange- 
wandte Technik garantiert einen hohen Integrationsgrad. 
Dabei weist das LOC -Bauelement im allgemeinen ein zu ei- 10 
nem mittleren Bereich der oberen Oberflache eines Chips 
gefuhrtes Ende eines IC-Tragers auf, das durch Drahtbon- 
dung mit einer AnschluBflache verbunden ist, die einen ex- 
ternen AnschluB des Chips auf seinem mittleren Bereich 
darstellt. Verglichen mit fruheren Bauelementen, etwa ei- 15 
nem DIP(Dual Inline Package)-Bauelement, bei dem die IC- 
Trager entlang der Seiten des Chips angeordnet sind, bietet 
das LOC-Bauelement den Vorteil, daB die Breite des in ei- 
nem eine bestimmte Breite aufweisenden GieBkorper unter- 
zubringenden Chips vergroBert werden kann. 20 

Fig. 1 zeigt ein in der US 5 068 712 offenbartes LOC- 
Bauelement im Querschnitt, wie es allgemein bekannt ist. 
Bei der Hersteliung des darin beschriebenen LOC-Bauele- 
ments wird zuerst ein Halbleiterchip 5 mit mittigen An- 
schluBflachen 4 im zentralen Bereich des Baueiements und 25 
einer Isolationsschicht auf seiner oberen Oberflache mittels 
beidseitig klebender und isolierender Streifen 8a jeweils an 
einer inneren Leitung la einer Zuleitung 3a befestigt. An- 
schlieBend erfolgt eine Drahtbondung, bei der die inneren 
Leitungen la eines IC-Tragers und die mittigen AnschluB- 30 
flachen 4 jeweils iiber einen Draht 9 verbunden werden. Der 
Draht 9 ist dabei als sehr feine metallische Leitung ausgebil- 
det. Am Ende des Herstellungsvorgangs des Baueiements 
wird mittels eines GieBharzes das Gehause geformt. 

Das oben beschriebene bereits bekannte LOC-Bauele- 35 
ment weist jedoch den Nachteil auf, daB die Kapazitat des 
Halbleiterchip-Bauelements nicht erhoht werden kann, da 
lediglich ein Chip in dem GieBkorper 10 enthalten ist. Folg- 
lich miissen zur Erhohung der Integrationskapazitat von 
Halbleiterchip-Bauelementen viele solcher Bauelemente auf 40 
einer Leiterplatte untergebracht werden, die dadurch jedoch 
relativ groB wird. Dies ist schon deshalb nicht wiinschens- 
wert, da elektrische Gerate immer leichter, diinner, kiirzer 
und schmaler werden sollen. 

Aufgabe der Erfindung ist es ein Bauelement der ein- 45 
gangs genannten Art zu schaffen, mit dem es moglich ist, 
bei gleichbleibender Bauelernentzahl die Integrationskapa- 
zitat von Halbleiterchip -Bauelementen zu erhohen. 

Die Losung der gestellten Aufgabe ist dem Patentan- 
spruch 1 zu entnehmen, Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 50 
in den Unteranspruchen dargestellt. 

Das Bauelement mit gestapelten Halbleiterchips gemaB 
der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB in ihm folgen- 
des enthalten ist: 

Eine Mehrzahl von Leitungen, die jeweils aus einer inneren 55 
Leitung und einer sich aus dieser erstreckenden auBeren 
Leitung gebildet sind; mindestens ein unter den inneren Lei- 
tungen liegender erster Halbleiterchip mit einer Mehrzahl 
von ersten AnschluB flachen; mindestens ein uber den inne- 
ren Leitungen liegender zweiter Halbleiterchip mit einer 60 
Mehrzahl von zweiten AnschluB flachen; mindestens zwei 
beidseitig klebende isolierende Elemente, die jeweils zwi- 
schen den inneren Leitungen und dem ersten Halbleiterchip 
und/oder dem zweiten Halbleiterchip angeordnet sind; eine 
Mehrzahl von Drahten zur jeweiligen elektrischen Verbin- 65 
dung einer der AnschluBflachen mit einer der inneren Lei- 
tungen; und ein GieBkorper, der auBer den auBeren Leitun- 
gen alie ubrigen Bestandteile des Baueiements umschlieBt. 


Dabei sind die ersten AnschluBflachen mittig auf dem er- 
sten Halbleiterchip angeordnet. wahrend die zweiten An- 
schluBflachen des zweiten Halbleiterchips am Rande einer 
oberen Oberflache des zweiten Halbleiterchips angeordnet 
sind. 

Durch die oben genannte Ausgestaltung des Baueiements 
ist es moglich, in diesem zwei Halbleiterchips zu stapeln, 
wodurch die Integrationskapazitat des Halbleiterchip-Bau- 
elements vergroBert wird. 

Ferner konnen auch mehr als zwei Halbleiterchips in dem 
Bauelement gemaB der Erfindung enthalten sein, wobei 
diese dann auf geeignete Weise unter oder iiber den inneren 
Leitungen angeordnet werden und jeweils geeignete An- 
schluBflachen aufweisen. 

Zwischen den inneren Leitungen und dem ersten und 
zweiten Halbleiterchip sind beidseitig klebende isolierende 
Elemente angeordnet, um u. a. zu verhindern, daB die Halb- 
leiterchips von einer inneren Leitung kurzgeschlossen wer- 
den. 

Alternativ konnen die Halbleiterchips auf ihrer zu den in- 
neren Leitungen weisenden Oberflache mit einer Isolations- 
schicht versehen sein, was ein direktes Anordnen der Halb- 
leiterchips auf den inneren Leitungen ermoglicht. Um ein 
Verrutschen der Halbleiterchips zu vermeiden miissen diese 
dann direkt mit den inneren Leitungen verklebt werden. 

Nach einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ent- 
halt die innere Leitung zwei zwischen gekriimmten Berei- 
chen gebildete Stufen sowie ein Ende der inneren Leitung. 
Diese stufenformige Ausgestaltung der inneren Leitungen 
ermoglicht es auf einfache Weise die jeweiligen AnschluB- 
flachen der entsprechenden Halbleiterchips mit den entspre- 
chenden inneren Leitungen zu verbinden. Anhand der auBe- 
ren hoheren Stufe konnen die Leitungen zu den seitlichen 
AnschluBflachen des oberen zweiten Halbleiterchips kurz 
gehalten werden. 

Nach einer anderen Weiterbildung der Erfindung verbin- 
det jeweils einer der Drahte eine der ersten AnschluBflachen 
des ersten Halbleiterchips mit einer der inneren Leitungen, 
wobei ein anderer der Drahte eine der zweiten AnschluBfla- 
chen des zweiten Halbleiterchips mit einem oberen Teil der 
gekriimmten Bereiche einer anderen der inneren Leitungen 
verbindet, um so jede der AnschluBflachen der ersten und 
zweiten Halbleiterchips jeweils mit einer der inneren Lei- 
tungen elektrisch zu verbinden. 

Nach einer noch anderen Ausgestaltung der Erfindung ist 
das beidseitig klebende isolierende Element aus einer aus 
Polyamidharz bestehenden mittleren Schicht gebildet, auf 
deren Stirnseiten sich jeweils eine Klebeschicht befindet. 
Ferner kann naturlich auch fur die mittlere Schicht ein ande- 
res geeignetes isolierendes Material verwendet werden. 

Die Erfindung wird im folgenden unter Bezugnahme auf 
die beigefugte Zeichnung anhand eines bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiels naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Querschnitt in Langsrichtung eines bereits 
bekannten LOC-Halbleiterchip-Bauelements; und 

Fig. 2 einen Querschnitt in Langsrichtung eines Halblei- 
terchip-Bauelements gemaB dem bevorzugten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung. 

Fig. 2 zeigt ein Halbleiterchip-Bauelement gemaB dem 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, mit einer 
Mehrzahl von Leitungen 3, die jeweils aus einer inneren 
Leitung 1 mit gekriimmten Bereichen und einer sich aus die- 
ser erstreckenden auBeren Leitung 2 gebildet sind. Fig. 2 
zeigt ferner einen ersten Halbleiterchip 5, der eine Mehrzahl 
von mittigen AnschluBflachen 4 aufweist und unterhalb der 
inneren Leitungen 1 angeordnet ist. Oberhalb der inneren 
Leitungen 1 ist ein zweiter Halbleiterchip 7 angeordnet, der 
auf seiner oberen Oberflache eine Mehrzahl von seitlich an- 
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geordneten AnschluBflachen 6 enthalt. Zwischen den inne- 
ren Leitungen 1 und den ersten und zweiten Halbleiterchips 
5, 7 befinden sich beidseitig kiebende isolierende Elemente 
8. Derartige Paare von Elementen 8 liegen an beiden Langs- 
randern der Halbleiterchips 5, 7. Eine Mehrzahl von Drah- 5 
ten 9 ist vorhanden, die jeweils eine der AnschluBflachen 4, 
6 mit einem der inneren Leiter 1 elektrisch verbinden. Samt- 
liche genannten Bestandteile des Bauelements gemaB der 
Erfindung sind von einem GieBkorper umgeben, aus dem le- 
diglich die auBeren Leitungen 2 herausragen. Wie in Fig. 2 to 
gezeigt, bilden die gekrummten Bereiche des inneren Lei- 
ters 1 zwei Stufen mit unterschiedlichen Hohen, wobei je- 
weils einer der Drahte 9 eine der mittigen AnschluBflachen 4 
des ersten Halbleiterchips 5 mit einem der inneren Leiter 1 
verbindet, was z. B. durch Bonden erfolgen kann. Ferner L5 
verbinden die Drahte 9 jeweils eine der seitlich ausgebilde- 
ten AnschluBflachen 6 des zweiten Halbleiterchips 7 mit ei- 
nem der inneren Leiter 1 in seinem oberen Stufenbereich. 
Die jeweils zwischen den Halbleiterchips 5. 7 und dem inne- 
ren Leiter 1 angeordneten Elemente 8 weisen eine mittlere 20 
Schicht auf, die aus temperaturbestandigem Harz, z. B. Po- 
ly amidharz gebildet ist, wobei sich an den beiden zu den 
Chips weisenden Seiten der mitderen Schicht jeweils eine 
Klebeschicht befindet. 

Im folgenden werden die Verfahrensschritte zur Herstel- 25 
lung des oben genannten Bauelements mit gestapelten Halb- 
leiterchips gemaB dem bevorzugten Ausruhrungsbeispiel 
der Erfindung genauer erklart. 

Zuerst wird der Innenleiter 1 derart gebildet, daB er ge- 
kriimmte Bereiche mit zwei Stufen unterschiedlicher Hohe 30 
aufweist. An einer oberen und unteren Seite der zweiten 
bzw. mittleren Stufe des inneren Leiters 1 wird dann ein 
beidseitig klebendes isolierendes Element 8 befestigt. Die 
Herstellung des beidseitig klebenden isolierenden Elements 
8 erfolgt dabei separat durch Bildung einer Poly amidharz- 35 
Schicht, auf deren Hauptflachen jeweils eine Klebeschicht 
aufgebracht wird. Nach dem Befestigen der beidseitig kle- 
benden isolierenden Elemente auf der oberen und unteren 
Seite des zweiten Stufenbereichs des inneren Leiters 1 er- 
folgt ein Befestigen des ersten Halbleiterchips 5 mit seiner 40 
oberen Flache an der unteren Flache des beidseitig kleben- 
den isolierenden Elements 8, das sich auf der unteren Seite 
des zweiten (mittleren) Stufenbereichs des inneren Leiters 1 
befindet. Im oberen mitderen Bereich des ersten Halbleiter- 
chips 5 und vorzugsweise parallel zu seinen Langsseiten be- 45 
finden sich eine Mehrzahl von als elektrische Anschlusse 
dienende mittige AnschluBflachen 4. Mit diesen ersten An- 
schluBflachen 4 auf dem ersten Halbleiterchip 5 werden die 
Enden einer Vielzahl der inneren Leitungen 1 verbondet. Im 
AnschluB daran wird der zweite obere Halbleiterchip 7 auf 50 
der freien Oberflache des beidseitig klebenden isolierenden 
Elements 8, das sich auf der oberen Seite des zweiten Stu- 
fenbereichs der inneren Leitungen 1 befindet, befestigt. Par- 
allel zu den Langsseiten und in Randbereichen des zweiten 
Halbleiterchips 7 befindet sich eine Mehrzahl von als elek- 55 
trische Anschlusse dienende AnschluBflachen 6. Diese 
zweiten AnschluBflachen 6 werden jeweils mit den auBer- 
sten hochsten Stufenbereichen der inneren Leitungen 1 elek- 
trisch verbondeL Nach der o.g. aufeinanderfolgenden Befe- 
stigung der ersten und zweiten Halbleiterchips 5, 7 und den 60 
darauffolgenden ersten und zweiten Drahtbondungen wer- 
den die ersten und zweiten Halbleiterchips 5, 7, die inneren 
Leitungen 1, die Drahte 9 und die beidseitig klebenden iso- 
lierenden Elemente 8 mittels eines GieBharzes miteinander 
vergossen, wobei lediglich die auBeren Leitungen 2 frei 65 
bleiben. Nach dem Ausharten des GieBharzes wird ein GieB- 
korper 10 erhalten, in dem gestapelte Halbleiterchips enthal- 
ten sind, wobei die Integrationskapazitat des Halbleiterchip- 
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Bauelements vergroBert ist. 

Da es, wie oben beschrieben, mit der Erfindung moglich 
ist, durch Modifikation eines Bauelements mit einer LOC- 
Struktur, Halbleiterchips in einem Bauelement zu stapeln, 
kann folglich die Integrationskapazitat von Halbleiterchip- 
Bauelementen vergroBert werden. Mit Hilfe der Erfindung 
konnen so mit verse hiedene elektrische Gerate kompakter 
und kleiner hergestellt werden, da der Montagebereich fiir 
die Halbleiterchip-Bauelemente auf einer Leiterplatte ver- 
kleinert werden kann. 

Patentanspruche 

1. Bauelement mit gestapelten Halbleiterchips, enthal- 
tend: 

- eine Mehrzahl von Leitungen (3), die jeweils 
aus einer inneren Leitung (1) und einer sich aus 
dieser erstreckenden auBeren Leitung (2) gebildet 
sind; 

- mindestens einen unter den. inneren Leitungen 
(1) liegenden ersten Halbleiterchip (5) mit einer 
Mehrzahl von ersten AnschluBflachen (4); 

- mindestens einen iiber den inneren Leitungen 
(1) liegenden zweiten Halbleiterchip (7) mit einer 
Mehrzahl von zweiten AnschluBflachen (6); 

- mindestens zwei beidseitig kiebende isolie- 
rende Elemente (8), die jeweils zwischen den in- 
neren Leitungen (1) und dem ersten Halbleiter- 
chip (5) und/oder dem zweiten Halbleiterchip (7) 
angeordnet sind; 

- eine Mehrzahl von Drahten (9) zur jeweiligen 
elektrischen Verbindung einer der AnschluBfla- 
chen (4, 6) mit einer der inneren Leitungen (1); 
und 

- einen gegossenen Kdrper,der auBer den auBe- 
ren Leitungen (2) alle iibrigen Bestandteile des 
Bauelements umschlieBt. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem jede innere 
Leitung (1) mindestens zwei zwischen gekrummten 
Bereichen gebildete Stufen und ein Ende der inneren 
Leitung (1) enthalt. 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem einer 
der Drahte (9) eine der ersten AnschluBflachen (4) des 
ersten Halbleiterchips (5) mit einer der inneren Leitun- 
gen (1), und ein anderer der Drahte (9) eine der zweiten 
AnschluBflachen (6) des zweiten Halbleiterchips (7) 
mit einem oberen Teil der gekrummten Bereiche einer 
anderen der inneren Leitungen (1) verbinden, um so 
jede der AnschluBflachen (4,6) der ersten (5) und zwei- 
ten (7) Halbleiterchips jeweils mit einer der inneren 
Leitungen (1) elektrisch zu verbinden. 

4. Bauelement nach Anspruch 1, bei dem das beidsei- 
tig kiebende isolierende Element (8) aus einer aus Po- 
lyamidharz bestehenden mittleren Schicht gebildet ist, 
auf deren Hauptflachen sich jeweils eine Klebeschicht 
befindet. 
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Abstract 


A stacked-type semiconductor chip package of a lead on chip structure which is modified for stacking chips in the package, 
including a plurality of leads each having an inner lead portion and an outer lead portion extending from the inner lead portion, a 
lower semiconductor chip having a plurality of center pads and disposed under the inner lead portion, an upper semiconductor chip 
having a plurality of side pads and disposed above the inner lead portions, a plurality of side adhesive insulating members inserted 
between the inner lead portions and each of the upper and lower semiconductor chips, a plurality of wires which provide electrical 
connection between the pads and the inner lead portions, and a molding body which seals the structure other than the outer lead 
portions. 
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